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Wynalazek dotyczy pélprzewodnikowych ze-
spoléw z warstwa zaporowa zwlaszcza tran-
zystoré6w lub diod krystalicznych, posiadaja-
cych hermetyczna oslone. Ponadto dotyczy me-
tod wytrwarzania takich zespoléw 'z warstwag
zZaporows.

W praktyce stwierdzono, ze stabilno$¢ pél-
przewodnikowych zespoléw z warstwg zapo-

' rows, na przyklad z germanu lub krzemu, po-

zostawia wiele do Zzyczenia, nawet gdy sa one
umieszczone w hermetycznej oslonie; oznacza
to, ze przy dlugim uzytku, szczegélnie gdy ze-
spoly sg wystawione na wysokie temperatury,
ich wlasciwosci elektryczne zmieniajg sie, tj.
znacznie obnizajg sie.

Stwierdzono na przyklad w tranzystorach
gemgnowych, Ze po dlugim okresie znacznego
obcigzenia lub przy zwiekszeniu sie tempera-

tury na przyklad do 85°C, wspélczynnik wzmo-

cnienia ' pradowego «,. znacznie obnizyl sie.

Jako wspélczynnik wzmocnienia pradowego ey,
rozumie sie tu wielko$é okre§long przez ro-
wnanie:

Al

Ope = H Vce

gdzie Al i A, oznaczaja male zmiany w pra-
dzie kolektora lub bazy, mierzonym przy sta-
lej réznicy napiecia Vce pomiedzy ‘stykiem
emitera i stykiem kolektora. :

Znany proces, dajacy bardzo stabilne tran-
zystory, polega na tak zwanym ,spiekaniu
w prézni, w ktorym zespél z warstwg za-
porows jest nagrzewany w préini do wyso-
kiej temperatury, na przyklad 140°C podegas.
przebiegu skladania. Ten zabieg ma jednak
wade osiggania stabilnofci kosztem wiapéiczyn-
nika wzmocnienia prgdowego, obniﬁ;checo sie
podczas zabiegu coraz wiecej | wigte), -a¢ do



. heexkzo niskiej wartofei, ktéra wprawdzie wte-
dy . pozostaje stala. Proces ten ponadto przed-
stawia trudno§é techniczng przez koniecznosé
wykoniczenia zespolu z warstwa zaporows
w warunkach, mogacych byé zachowanyeh
jedynie z niezmierng trudnos$cig, ti. w prézni.

Wynalazek ma na celu wytwarzanie zespo-
16w z warstwg zaporowg w hermetycznej oslo~
nie, wykazujacych nie tylko wysoka stabilnogé,
ktéra zostaje zachowana nawet przy wysta-
wieniu zespolu z warstwg zaporowsg na Wwyso-
kie temperatury na przyklad 140°C, lecz po-
nadto wykazujgcych zadowalniajace wlasciwe-
Sci elektryczne, a w przypadku tranzystoréw,
miedzy innymi, wysoki wspélczynnik wzmoc-
nienia prgdowego. Ponadto wynalazek ma na
celu podanie prostych wykonalnych sposobéw
wyrobu takich zespoléw z warstwg zaporowas.

Zgodnie z wynalazkiem w przestrzen pomie-
dzy oslong i wlasciwym zespolem z warstwg
zaporowg zostaje wprowadzony arsen, zwla-
szcza W tranzystorze lub diodzie krystalicznej
z ostong hermetyczng. Najkorzystniej, gdy ar-
sen jest wprowadzony w wolnej postaci. Jed-
nakze zadowalniajace wyniki zostaly uzyskane
rowniez z arsenem zwigzanym, na przyklad
jako stopem lub mieszaning. Jako wlasciwy
zesp0l z warstwg zaporowsg rozumie sie tutaj
polprzewodnik ze swymi elektrodami i prze-
wodami doprowadzajgcymi.

Wyrazenie , wprowadzany w przestrzen po-
miedzy oslong i wlasciwy zesp6l z warstwg
zaporowa“ oznacza roéwniez, . Ze arsen - uwaza
si¢ za wprowadzony w omawiang przestrzen
nawet wéwczas, gdy jest umieszczony na oslo-
nie lub na jakiejkolwiek montazowej czesci
lub na wlasciwym zespole z warstwg zaporo-
wg, o ile w swej wprowadzonej postaci lub
ilosci, w elektrodzie na pélprzewodniku nie
ma innego zadania, jak ustalanie typu prze-
wodnosci lub samej przewodnosci.

Przypuszcza sie, ze wplyw stabilizujacy ar-
senu na zespoly z poélprzewodzgca warstwa
zaporowg pochodzi z dzialania arsenu na pél-
przewodzacyg powierzchnie. W omawianej prze-
strzeni arsen jest umieszczony w taki sposéb,
2e on lub jego inieszanina moga ze swego
miejsca dosiegnaé poélprzewodzacej powierzch-
ni.

Najkorzysiniejsze wykonanie zespolu z wars-

twa zaporowa z hermetyczng oslang jest. to, -

w ktorym oslona jest wypelniona, przynaj-
mniej czedciowo $rodkiem wigzacym, zawiera-
jacym arsen w bardzo rozdrobnionym stanie,
“13. w postaci sproszkowanej.

Doskonale wyniki zostaly uzyskane za po-
mocg $rodkéw wigzacych, zawierajacych arsen
od 0,1 do 10% na wage w postaci wolnej.
Jednakze zadowalniajace wyniki zostaly osigg-
niete i poza tymi granicami. Jako §rodek wiag-
z3cy sg szczegllnie odpowiednie siliko-orga-
niczne polimery; niektére z nich s3 znane pod
nazwg silikonowego smaru prézniowego oraz
oleju silikkonowego i znajdujgq sie¢ w sprzedazy
pod nazwami handlowymi ,,Daw Corning DCT7*
i ,Daw Coming DC 702“. Ponadto istnieja
inne wykonania zespol6w z warstwg zaporo-
wg, zgodnych z wynalazkiem, na przyklad te,
w ktérych pewna ilo$é arsenu jest umieszczo-
na w oslonie i jest oddzielona od zespolu
z warstwa zaporowa przez S$cianke porowats
z azbestu lub z welny kwarcowej, przy czym
przestrzern dckola zespolu z warstwg zaporowsg
zostaje w razie potrzeby wypelniona substan-
c¢jag nie reagﬁjaca z zespolem zawierajagcym
warstwe zaporows, na przyklad z piaskiem.

Sa tez na przyklad wykonania, w ktarych
wlasciwy zespdl z warstwg zaporowag jest naj-
pierw otoczony warstwa lakieru i w wyzej
opisany sposéb jest umieszczony razem z arse-
nem w hermetycznej oslonie.

Zgodnie z inng postacia wynalazku, w zwigz-
ku z metody, wytwarzania zespeléw z pélprze-
wodzgeych warstwg zaporowsa, zwlaszcza tran-
zystor6w lub_ diod krystalicznych w herme-
tycznej ostonie, pewna ilo§é arsenu, najkorzyst-

_niej wolnego, zostaje podczas czynno$ci wy-

koniczajacych wprewadzona w przestrzen po-
miedzy oslone i wlasciwy zesp6l z warstwg
zaporowg. Wedlug bardzo odpowiedniej po-
staci takiej metody przestrzern pomiedzy oslo-
ng i wlasciwym zespolem -z warstwg zaporo-
wa, zostaje wypelniona, przynajmniej czescio-
wo, $rodkiem wigzacym na przyklad silikono-
wym smarem proézniowym, zawierajagcym ar-
sen W bardzo rozdrobnionym stanie. W celu
przyspieszenia procesu stabilizujacego, zespél
z warstwa zaporowg po uprzednim zamknie-
c¢iu hermetycznym zostaje przez pewien czas
nagrzewany do wysokiej temperatury, najko-
rzystniej pomiedzy 80°C i temperaturgy top-
nienia jednej lub wiecej elektrod -zespolu
z warstwa zaporowa, na przyklad w ciggu 100
godzin w temperaturze 80°C.

Jako inna alternatywa dopuszczalne jest na-
grzewanie powyzej temperatury topnienia jed-
nej lub wiecej elektrod, zwiaszcza gdy zespol
z warstwg zaporowg zostal uprzednio otoczo-
ny warstwa lakieru.

Do napelnienia oslony gazem, moga by¢ uty-

— 9 _



mwg, - mklud uut wodér, gazy szla-
chetae: hh ich ‘miesssminy. Nawet napelnienie
-powietrzem jako gasem delo wyniki -zadowal-
misfgee, clociaz wyniki -osiggniete w tym: przy-
‘padku By¥ly z reguly mniej zadowalniajgce
‘o wynikéw uzyskanych z gazami obojetRymi,
todeiri Sak . azet.

‘Bardzo zadowsalniajgee wyniki zostaly osigg-
‘miete w-wykonamiu wynalazku przy zespolach
7 pélprzewcdeaeyg avarstway zaporows, w ktd-
rvch cialo poélprzewodzace jest wykonane z
germanu. lub krzemu, zwlaszeza w tych zespo-
lach z warstwg zaporewsg, posiadajacych tran-
zystor typu p-n-p. Zgodne z wynalazkiem
aespoly z warstwq zaporowsq wykazujg nie
-iyllse zadowalniajacq stabilnoé¢ i wysoki
-wapélezynnik wzmocnienia pradowego, lecz sg
_péwmiez odporne na bardzo wysokie tempera-
tury, na przykiad do 200°C — 300°C; po takim
rabiegu ich wlasciwoesci elektryczne, zwilaszcza
wspélczynnik wzmocnienia pradowego, wyda-
ja sie zaledwie zmienione, podczas gdy po
talkdm zabiegu termicznym znane  tranzystory
stawaly sie zasadniczo bezuzyteczne w tym,

" co tycmy sie ich wilaéciwnsdci elektrycanych.

‘Na rysunku uwidoczniono podiuzny przekroj
{rangystota, posiadajacego hermetyczng oslone,
w ktérym zgodnie z wynalazkiem, arsen jest
-wprowadzony w przestrzefi pomiedzy oslone
i wiaéciwy zespdl z warsiwy zaporowa.

Whasciwy zesp6l 1 z warstwg zaporowa
‘umieszczony jest w hermetycznej oslcnie szkla-
mej, skladajgcej sie z dwéch czesci spojonych,
szklanej ndézki 2 i szklanej gruszki 3. Najko-
rzystniej 2zespdél elektrod jest umieszczony w
oslonie szklanej, poniewaz oslona metalowa
moglaby Iatwiej niz obojetne szklo reagowaé
z arsemem lub z jego zwigzkiem. Jednakze
wynalazek oegywidcie nie ogranicza sie do
oslon szklanych. Przestrzen 4 pomiedzy oslo-
na 2, 3 i wiladeiwym péiprzewodzacym zespo-
Jem 1 w znacznej czeSci jest wypelniona sili-

-konowym smarem prdégniowym, zawierajgcym

arsen w  pastaci: wolnej i bardzo rozdrobnio-
‘nej. -Elektrady tranzystora sg przylaczone do
- doprowadzajgcych przewodéw 5, 6 i 7, wypro-
wadzanych . na -zewngtrz  poprzez szklang néz-
ke 2

m ‘wyRikow ommwchi przy wykona-
niu wynalazku, zcstanie peréwnanych z tymi,
ktére uzyskano za pamocy uanzystorow wy-
-koficzonrych w . znany ‘spaeéb.

‘te] samej serii

W ponizej podanych praykindach, odnosas-
cych sie do ‘tranzystoré6w germanowych, wla-
§ciwy zespél pélprzewodzacy kazdorazowo

‘skladal sie z tranzystora typu p-n-p ze. stopu
germanowego tej samej serii fabrykacyjnej,

otrzymanego przez spawanie grudki emitera
i grudki kolektora, obu z czystego indu oraz
styku bazowego ze stopu cynowo-antymonowe-
go (959, na wage Sn, 5 na wage Sb) z krgz-
kiem germanu o .grubo$ci w przyblizemiu
150 p, W przyblizenia w ciggu 10 minut w
temperaturze 600°C w atmosferze azotu — wo-

W podanych - przykladach, odnoszacych si¢

.'do tranzystoréw krzemowych, wlasciwy zespél

poélprzewodzacy skladal sie kazdorazowo z
tranzystora typu p-n-p ze stopu krzemowego
fabrykacyjnej, otrzymanego
przez spawanie elektrody emitera i elektrody
kolektora, obu z aluminium oraz styku bazo-
wego ze stopu zloto-antymonowego (99%, na
wage Au, 1% na wage Sb) z krazkiem siliko-
nowym #typu n.

Nalezy zauwazy¢, Ze warteci wspdlczynni-
ka wzmocnienia pradowego byly zawsze mie-
rzone w tranzystorach, ochlodzonych do tem-
peratury pekojowej.

Ponadto nalezy zauwazyé, ze szum i prad
zaporowy W tranzystorach wedlug wynalazku,
opisanych w  ponizej podanych przykladach sa
bardzo niskie i podlegaly minimalnym zmia-
nom.

Przyktad. I. Tranzystor germanowy {ypu
p-n-p zostal wykoficzony znanym . sposobem
w hermetycznej oslonie szklanej, ktéra przed-
tem zostala wypelniona suchym silikonowym
smarem prozniowym, Wwysuszonym przez pe-
wien czas w temperaturze 100°C. Oslema byla
wypelniona azotem. Po zamknieciu, wspéiczyn-
nik wzmocnienia pradowego a;,, Wynosit 91;
nastepnie tranzystor byl ogrzewany w tem-
peraturze 140°C. Po dwoéch godzinach ogrze-
wania i ostudzeniu tranzystora do temperatu-
ry pokojowej, wspléczynnik wzmocnienia pra-
dowego a;, 2zostal ponownie zmierzony i wy-
lkazal spadek do wartoséci 39. Po nagrzewaniu
do 140°C przez 2000 godzin oy, tranzystora
ostudzonego do temperatury pokojowej byl
nie wyzszy od 14. Stabilno$é tego tranzystol'a
byla bardzo slaba.

Przyklad II. W tranzystorze germanowym
i{ej samej serii fabrykacyjnej, jak wspomniany
w przykladzie I i wykoficzonym w taki sam
spos6b, po zamknieciu, wspélczynnik wzmoc-
nienia prgdowego ay, wynaosit 89. Podczas
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nastepnej préby wytrzymalo$ci, w ktérej tran-
zystor zostal nagrzany do 85°C, wspélezynnik
wzmocnienia pragdowego o, spadal coraz wieg-
cej i wiecej, tak, ze po 1000 godzinach byl nie
wyzszy od 30. Stabilno$é tego tranzystora, wy-
konczonego w znany spos6b, bez zastosowania
wynalazku, byla szczegllnie slaba.
Przyktad III. Tranzystor germanowy, po-
przednio wspomnianego typu, po wytrawieniu,
gdy wspélczynnik wzmocnienia pradowego ay,
wynosil jeszcze 97, byl nagrzewany w proézni
w temperaturze 145°C w ciggu trzech godzin
(,spiekany w prézni“) i w tym stanie zamkmie-
ty w ostonie szklanej. Wskutek spiekania w
prézni, wspolczynnik wzmocnienia pradowego
ap. spadl do 25, {j. w przyblizeniu do jednej
czwartej wartosci poczatkowej. Podczas na-
stepnej proby wytrzymalo$ci w temperaturze
65°C w ciggu 1000 godzin, stabilnos$é tranzysto-
ra okazala si¢ szczegdlnie zadowalniajgca, acz-
kolwiek wspélczynnik wzmocnienia pradowego
byl bardzo niski. )

Przyklad IV. Fodobny t{ranzystor germa-
nowy typu p-n-p byl wykonczony, zgodnie z
wynalazkiem, w oslonie szklanej, napelnionej
uprzednio w przyblizeniu do 60°%, suchym
silikonowym smarem prézniowym, zawierajg-
cym 5% na wage, arsenu wolnego w ziarn-
kach. Ogélna iloé¢ silikonowego smaru proz-
niowego wynosila okolo 60 mgs. Ponadto oslo-
na byla wypelniona azotem gazowym. Po zam-
knieciu, wspoélczynnik wzmocnienia pradowego
ap. wynosil 61. Nastepnie tranzystor byt na-
grzewany w temperaturze 140°C w ciggu 300
godzin, 1lak, iz  wspélczynnik wzmocnienia
pradowego stopniowo wazrastal. Po stabi-
lizacji wspoélczynnik wzmocnienia pra-
dowego ayp. tranzystora, ostudzonego do tem-
peratury pokojowej, wynosil 99; podczas na-

-stepnej préby wytrzymalo$ci w temperaturze

85°C w ciggu 1000 godzin, warto$¢ ta nie zmie-
nila si¢ znacznie. Stabilno§é tego tranzystora,
wykonczonego zgodnie z wynalazkiem, byla
przeto szczegélnie zadowalniajgca, podczas gdy
réwniez wspélczynnik wzmocnienia pradowego
dy. tranzystora, wcigz jeszcze otoczonego sili-
konowym smarein z domieszky arsenu, spad!

-do 42 w przyblizeniu w ciggu jednej minuty.

Wykazywaly to wszystkie tranzystory wykon-
czone zgodnie z wynalazkiem.

Przyktad V. W tranzystorze germanowym
wykonczonym zgodnie z wynalazkiem, jak
wskazano w przykladzie IV, po zamknieciu
wspélczynnik wzmocnienia pradowego ay, Wy-
nosil 61l. Nastepnie tranzystor ten byl nagrze-

wany w temperaturze 85°C w ciggu 1500 go-

- dzin. Warto$¢ wspélezynnika wzmocnienia pra-

dowego a;,, , mierzona w temperaturze poko-
jowej po 100, 500, 1000, 1500 godzinach, wy-
nosila odpowiednio 75, 87, 90 i 93. Z powyz-
szego wynika, Ze stabilno$é tego uprzednio
nie przegrzanego tranzystora zgodnego z Wwy-
nalazkiem jest zadowalniqjaca pomimo wiel-
kiego termicznego obcigzenia. Nastepnie tran-
zystor byl nagrzewany w temperaturze 140°C
w ciggu 100 godzin, po czym zmierzony wspol-
czynnik o, Wynosil okolo 107.

Przykltad VI. Tranzystor germanowy tej
samej serii zostal wykonczony w hermetycz-
nej oslonie szklanej (wypelnienie azotem ga-
zowym), uprzednio napelnionej silikonowym
smarem prozniowym, zawierajacym okolo 19,
na wage welnego arsenu w ziarnkach. Wlasci-
wy zespél pélprzewodnikowy zostal uprzednio
pokryty lakierem, znanym pod nazwa handlo-
wa SR 98 i byl nagrzewany w temperaturze
140°C przez dziesig¢ godzin. Po zamknieciu
tego tranzystora wedlug wynalazku wspélczyn-
nik o, wynosil 76. Po nagrzewaniu przez 165
godzin w temperaturze 140°C, wspélczynnik ay,
wzr6sl do 94. Po 1000 godzinach w tempera-
turze pokojowej oraz podczas poSrednich po-
miaréw wspolczynnik wzmocnienia prgdowego

- wynosil jeszcze 94. Nastepnie tranzystor byl

nagrzewany do 300°C przez sze$é godzin. Tran-
zystor, wykonany zgodnie z wynalazkiem, oka-
zal sie zdolny do oparcia si¢ temu wysokiemu
obcigzeniu termicznemu, podczas gdy elektro-
dy byly w stanie topnienia. Po tej probie
wspélezynnik wzmocnienia pradowego ap, Wy-

nosil 115, podczas gdy prady uplywu i szum

zachowaly swojg szczegéblnie niska wartosé.

Przyklad VII Tranzystor germanowy ty-
pu p-n-p =zostal wykonczony w hermetycznej
oslonie szklanej, w ktérej zostalo uprzednio
umieszczone, pod zatyczkg z waty kwarcowej,
riarno arsenu (wagi okolo 1 mg). Po zamknie-
ciu wspoélezynnik wzmocnienia pragdowego oy,
wynosil 63. Po 50 godzinach nagrzewania w
temperaturze 140°C wspélczynnik ten wzrést
do 74, a po nagrzewaniu w ciggu 250 godzin
w temperaturze 140°C wynosil 99. Po nastep-
nym nagrzewaniu w temperaturze 100°C w
ciggu 500 godzin, zmiany we wlasciwosciach
elektrycznych zwlaszcza w wspélezynniku ay,e
pozostawaly w granicach 2%, To samo dotyczy
nastepnej préby wytrzymalosci, w ktorej tran-
zyslor zostal obcigzony w otaczajacej tempe-
raturze 50°C w ciggu 500 godzin przez 50 mW
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(napiecie na kolektorze — bazie 10%, prad emi-
tera 5 m A). .

Przyklad VIIL Inny tranzystor germanowy
typu p-n-p tej samej serii zostal wykoriczony
W hermetycznej oslonie szklanej, a przestrzen
pomiedzy oslcng i wlasciwym tranzystorem zo-
stala w znacznej czeéci wypelniona silikonowym
smarem proZniowym zmieszanym z 10% na
wage arsenowej nﬁes?aniny (In 95% na wage,
As 5% na wage). Wlasciwy zespél pélprzewod-
nikowy zostal uprzednio otoczony lakierem,
znanym pod nazwq handlowa ,Araldite”
i utwardzony w temperaturze 100°C w ciagu
15 godzin;Po zamknieciu wspélczynnik wzmoc-
nienia pradowego ., Wynosil 39. Po 50 godzi-
nach nagrzewania w temperaturze 140°C
wspélezynnik  wzmocnienia pradowego oy,
wzrést do 91. Po dalszym nagrzewaniu w cig-
gu 200 godzin w temperaturze 140°C wspoél-
czynnik an. Wynosil 107. Nastgpnie tranzystor
zostal poddany proébie wytrzymalosci, w ktérej
zostal nagrzany do 50°C i jednocze$nie obcig-
zony przez 50 m W (napiecie na kolektorze-
bazie 10V, prad emitera — 5 mA). Po podda-
niu tej prébie wytrzymalo$ci przez jeden ty-
dzienn wspélczynnik a5, wynosit 110 w poko-
jowej temperaturze. Po dalszych dwéch ty-
godniach tego samego obcigzenia wspoélczynnik
dp, Wwynosil 100.

Z tego przykladu jest oczywiste, ze nawet
tranzystory, zawierajagce arsen w zwigzanej
pestaci w przestrzeni pomiedzy oslong i wla-
$ciwym zespolem z warstwg zaporowa wyka-
zuja zadowalniajgeg stabilno$é i wysoki wspoél-
czynnik wzmocnienia pradowego i sg zdolne
do wytrzymywania nagrzewania do stosunko-
wo wysokiej temperatury.

Przyklad IX. Tranzystor germanowy typu
p-n-p zostal wykoiczony w hermetycznej oslo-
nie szklanej (wypelnienie azotem gazowym),
ktéra byla napelniona silikonowym smarem
prézniowym zmieszanym, zgodnie z wynalaz-
kiem, ze zwigzkiem arsenu, tj. z 5% na wage
As;O;.  Wlasciwy poélprzewodnikowy zespél
zostal uprzednio zaopatrzony w warstwe la-
kieru, znanego pod nazwag handlowg ,,SR 98“.
Po zamknigciu wspélczynnik ap, Wynosil 57.
Nastepnie zesp6l zostal nagrzany do 85°C.
Podczas pierwszych 500 godzin wspoélczynnik
dpe Spadl do 41, lecz po 1000 godzinach wyno-
sit 59. Nastepnie {ranzystor byl nagrzewany w
temperaturze 140°C w ciggu 100 godzin tak,
ze wspllczynnik a;. wzr6sl do 104. Nastepnie
tranzystor by! nagrzewany w temperaturze
300°C przez sze$¢ godzin, po ktérych pomiar

w temperaturze pokojowe] wykazal wapdlezyn-
nik wzmocnienia pradowego aye = 110.
Nalezy zauwazyé, ze w tranzystorach we-

_ dlug wynalazku, ktére po zamknieciu nie sg

ogrzewane przez pewien czas do wysokiej
temperatury, niekiedy stwierdza sie zmniej-
szenie wspélczynnika o, . Takie tranzystory,
zgodnie z wynalazkiem, s przeto najkorzyst-
niej nagrzewane przez pewien czas do wyso-
kiej temperatury, na przykiad 140°C, dopéki
nie zostanie osiggnieta stala ostateczna wyso-
ka warto$¢ wspoiczynnika Qpe

Przyktad X. Tranzystor krzemcwy typu
p-n-p zgodnie z wynalazkiem, zostal umiesz-
czony w hermetycznej oslonie szklanej, uprzed-
nio napelnionej w znacznej cze$ci silikonowym
smarem prézniowym, zawierajgcym 5% na wa-
g¢ arsenu w bardzo rozdrobnionym stanie. Po
zamknieciu, wspélezynnik wzmocnienia prado-
wego wynosil 24. Nastepnie tranzystor zostal
nagrzany do 140°C. Po 50, 200, 350 godzinach
wspélezynnik o, W temperaturze pokojowej
wynosil odpowiednio 24, 25, 24. Jak widaé
przy zastosowaniu wynalazku, réwniez tranzy-
stor krzemowy daje sie zupelnie zadowalnia-
jaco stabilizowaé.

Przyklad XI. Podobny tranzystor krzemo-
wy typu p-n-p zostal wykoriczony bez zasto-
sowania wynalazku w hermetycznej oslonie
szklanej, wypelnionej suchym silikonowym
smarem prézniowym (bez arsenu). Po zamknie-
ciu wspélezynnik o, wynosil 28; po 350 go-
dzinach nagrzewania w temperaturze 140°C,
warto$¢ ta spadla do 16. Zgodny z wynalaz-
kiem tranzystor przytoczony w przykladzie X
ma przeto wyraznie lepszg stabilno$é.

Nalezy w koricu zauwazyé, ze wynalazek nie
ogranicza si¢ do wyzej opisanych przykladéw.
Tlos¢ arsenu, na przyklad nie jest krytyczna,
chociaz nalezy unikaé zbyt duzych i zbyt ma-
tych ilosci. Nie jest on ponadto ograniczony
do tranzystoréw stopowych ani tez do powy-
z2ej wspomnianych pé6iprzewodnikéw.

Zastrzezenia patentowe

1. Pélprzewodnikowy zesp6! z warstwa zapo-
rows, zwlaszcza tranzytor lub krystaliczna
dioda, posiadajgce hermetyczng ostone, zna-
mienna tym, %e przestrzefi pomiedzy oslo-
na, i wlasciwym zespolem z warstwg za-
porowsg zawiera arsen.

2. Polprzewodnikowy zesp6l wedlug zastrz. 1,
znamienny tym, Zze wprowadzony arsen
jest w postaci wolnej.

-5 -
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Pétprzewodnikowy zespét wedtug zasirz. 1
i 2, znamienny tym, ze oslona jest wypel-
niona przynajmniej = czeSciowo Srodkiem
wiazacym, zawierajacym arsen w bardzo
rozdrobnionym stanie.

Pélprzewodnikowy zesp6t wedlug zastrz. 3,
znamienny tym, ze $§rodek wigzacy stanowi
jeden lub wiecej polimeréw silikc-organicz-
nych. ’ .
Poélprzewodnikowy zespol wedlug zastrz. 3
i 4, znamienny tym, ze sSrodek wiazacy za-
wiera 0,1 do 10%, na wage arsenu.
Polprzewodnikowy zespél wedlug. zastrz. 1,
znamienny tym, ze poélprzewodnik tranzy-
stora ma budowe typu p-n-p.
Pélprzewodnikowy zespél wedlug zastrz. 1
— 6, znamienny tym, ze umieszczony jest
w oslonie szklanej.

8. Sposéb wytwarzania

PORNAMRRNATTRNANANCURNANY

(2]
DO A% VAN

N\

pétprzewodnikowych
zespolow wedlug zastrz. 1 — 7, znamienny
tym, Ze zesp6l z warstwg zaporowa, po
hermetycznym zamknigciu go, zostaje przez
pewien czas nagrzany do wysokiej tempe-
ratury.

. Sposéb wedlug zastrz. 8, znamienny tym,

Ze zespél z warslwg zaporowsg jest nagrze-
wany w ciggu 100 godzin do temperatury
pomiedzy 80°C i temperaturg toprienia jed-
nej lub wigcej elektrod.

N.V. Philips‘Gloeilampenfabrieken

Zastepca: mgr Jézef Kaminski,
rzecznik patentowy
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